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Introducao |

Zn;Sh,0,, tem sido muito estudado por suas
propriedades elétricas como sensor de temperatura
e também espectroscopicas™®. Cristaliza na
estrutura do tipo espinélio inverso e pode absorver
grande quantidade de cations, e no caso da insercéo
de Eu(ll), o composto formado apresenta
propriedades O6pticas ativas’. A presenca de Sb
confere & matriz consideravel absorcéo de radiacdes
ionizantes, devido ao seu elevado nimero atdmico,
0 que sugere uma possivel aplicagdo como
cintilador®. Neste trabalho utilizou-se a técnica de
Espalhamento Raman para auxiliar na
complementacdo da investigacdo da natureza da
ocupacéo do ion Eu(lll) na concentragédo de 2 a 10%
nominal nas propriedades da estrutura hospedeira
Zn;Sbh,0,, e avaliar a melhor condi¢cdo de dopagem
para possivel aplicacdo em cintilagao.

Resultados e Discussao |

As amostras foram preparadas pelo método
Pechini modificado®, obtendo-se Zn,Sb,0,, sem e

com Eu(lll) segundo a estequiometria
ZN7.3,EU5,Sby015. A caracterizacao por
espectroscopia no 1V, difracdo de raios X e

luminescéncia no UV-vis ja foi reportadal, e agora
complementada com espectroscopia Raman, Fig.1,
e Luminescéncia com excita¢do via raios X. Com o
aumento da concentracdo de Eu(lll) no
semicondutor ha um alargamento dos picos de
reflexdo nos difratogramas e o aparecimento de
tracos da fase (-Zn;Sb,0;,, simetria ortorrdbmbica.
Todas as amostras dopadas apresentam emissfes
caracteristicas das transicdes SDO—»7FJ:O,1,2,3V4 do
Eu(lll), tanto sob excitacdo no UV quanto raios X,
porém com perfil espectral distinto. Sob UV a
transicdo hipersensitiva do  Eu(lll), Dy - 'Fy,
apresenta maximo em 611 nm e sob raios X
desloca-se para 616 nm com aumento da largura a
meia altura, o que sugere a presenca de mais de um
sitio de simetria somente detectavel via mecanismo
de cintilacdo. Sob UV, observa-se supressdo da
luminescéncia nas amostras contendo Eu(lll) acima
de 8% e sob raios X a mais intensa foi a dopada
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com 2%. Nos espectros, Fig. 1, observa-se os
modos Raman relativos a fase espinélio cubica,
grupo espacial Fd3m*, sendo gue o modo mais
intenso da fase ZnO, zincita, (437 cm™, E,) ndo é
detectado. Ja 0 modo A4 do antimoniato desloca-se
para energia maior nas amostras com Eu(lll) acima
de 2%. Assim a simetria local sofre maior distorcéo
com aumento da concentracdo de Eu,
provavelmente pela presenca da fase secundaria, o
que pode contribuir para 0s mecanismos de
supressdo da emisséo sob excitagéo via raios X.
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Fig.1 — Espectros RAMAN da fase Zn7Sb,01, sem e com
Eu(lll) nas porcentagens de 2, 4,6, 8 e 10%.

Conclusoes |

A partir das analises efetuadas comprova-se que a
concentracdo de Eu(lll) mais adequada para aplicar
0 material como cintilador esta por volta de 2%, ja
gue o aumento da quantidade de ions Eu na rede
hospedeira leva ao aumento da perturbacdo da
simetria local a qual influencia diretamente o
mecanismo de cintilagao.
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